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 :درساهداف  ✓

 آشنا سازي دانشجویان با چرایي کاربردي نبودن ترانزیستورهاي متعارف سیلیکاني در گستره فرکانسي نزدیک به تراهرتز  .  .1

 . هاي نزدیک به تراهرتزآشنا سازي دانشجویان با مباني عملکرد ترانزیستورهاي کاربردي در گستره فرکانس  .  .2

 عملی بود، نوع آموزش در توضیحات بیان شود( -حد عملی یا نظری)در صورتی که وا ارائه در کلاس:رئوس مطالب و برنامه  ✓

 توضیحات  موضوع جلسه درس  شماره جلسه

  Siآن در مقایسه با  III-Vو مشتقات  GaAs و خواص الکترونیکي نیمرساناي  مباني فیزیکي اول هفته

 دوم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 هاي ناهمگون دو پایانه: افزاره 

 ( III-Vچگونگي تشکیل پیوندهاي ناهمگون و مقایسه آن با پیوندهاي همگون )مشتقات 

 ( P-n, p-N, n-Nو ) AlGaAs/GaAs  مشخصه هاي الکترو استایکي انواع پیوندهاي ناهمگون

 

 سوم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 هاي ناهمگون دو پایانه: افزاره 

 ( وکاربردها p-P, n-N) AlGaAs/GaAs مشخصه هاي الکترو استایکي پیوندهاي  هم نوع

 1امتحان 

 

 چهارم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :  HBTساختار  DC هايمشخصه

و مقایسه با   N:AlGaAs/p:GaAs:n-GaAs)دو قطبي باپیوند ناهمگون (  HBTمعرفي ترانزیستور 

 سیلیکاني  npnترانزیستور 

 ترانزیستور مولفه هاي غالب جریان در نواحي مختلف به ویژه بیس 

HBT  مشخصه هاي استاتیک CI-βV, -I  انواع ترانزیستورHBT  درمقایسه باBJT-Si 

 

 پنجم هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :  HBEساختار  DC هايمشخصه

 خثني سازي سطح بیس بیروني 

 CI-βV, -Iهاي استاتیک اثر میدان الکتریکي از بیس شیبدار روي مشخصه 

 

 ششم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :  HBTساختار  DC هايمشخصه

 در اثر مقاومت متناهي بیس دروني  B-Eانباشت جریان امیتر در فصل مشترک 

 : توصیف کیفي و کمي(Kerk)اثرکرک  

 

 هفتم هفته

 1جلسه 

 

 :  HBTساختار  DC هايمشخصه

 پدیده شکست بهمني در فضاي باردار کالکتور 

 زیاد افت شدید بهره جریان در توانهاي 

 



 

 هاي زیاد: در فرکانس  HBTمشخصه هاي  2جلسه 

  Hybrid-π؛ مدل مداري بیس دروني(   yپارامترهاي   

 مقاومتهاي پارازیتیک 

 هشتم هفته

 1جلسه  

 

 2جلسه 

 هاي زیاد: در فرکانس  HBTمشخصه هاي 

   )Tf(فرکانس قطع  

HBT  معمولي در مقایسه باساختارn−Npp 

 )maxf(بیشینه فرکانس ارتعاش 

 

 نهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 

 2امتحان 

 :  FETساختار  DC هايمشخصه

مباني و تفاوتهاي میان مدلهاي فبزیکي و نتایج عملي براي   (MS Junction)    رساناپیوند فلز نیم 
GaAs 

 

 دهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 :  FETساختار  DC هايمشخصه

 پایه  MESFETکارکررد 

 MESFETاشباع سرعت در 

 

 یازدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 :  FETساختار  DC هايمشخصه

MESFET با توزیع غیر یکنواخت ناخالصي در کانال در مقایسه با کانال یکنواخت 

 (HFET)ناهمگون   MESFETمدولاسیون حامل در کانال 

  

 دوازدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 :  FETساختار  DCي اهمشخصه

 HFETاشباع سرعت در 

 HFETشکست بهمني در 

 

 سیزدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 اي زیاد: هدر فرکانس  FETهاي ساختار مشخصه

 در حالت شبه استاتیک HFETکارکرد 

 در حالت شبه استاتیک  MESFETکارکرد 

 

 چهاردهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 اي زیاد: در فرکانس  FETهاي ساختار مشخصه

 و مقاومت کانال Hybrid-πذاتي؛ مدل مداري   yپارامترهاي  

 مقاومت گیت 

 

 پانزدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 اي زیاد: در فرکانس  FETهاي ساختار مشخصه

 (S &D)ها و خازن+هاي پارازیتي سورس و درین  مقاومت 

 )maxf(وبیشینه فرکانس ارتعاش  )Tf(فرکانس قطع  

 

 شانزدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 HFETو  HBTمقایسه فرایند ساخت ترانزیستورهاي 

 حالت استاتیک و فرکانس بالا براي کار در   HBTفرایند ساخت 

 HFETفرایند ساخت 

 

 

   روش ارزشیابي: ✓

 براي عوم دانجشویان )هفته هاي سوم و نهم( برگزاري دو امتحان در طي نرم جاري  ( 1 ✓

 سمینار توسط هریک از دانشجویان دکتري   2( ارائه 2 ✓
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